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１．製品適用分野
　大型汎用コンピュータ，光ディスク記録機（DVDプ

レーヤ・レコーダ等）．

２．適用分野の背景
　1970年代後半のコンピュータは大型化と演算速度

の高速化を計るため，バイポーラ素子の微細化ととも

に超高集積化（VLSI化）を図った．これに伴いLSIか

らの発熱が膨大になり，冷却技術とともに ICを実装

するパッケージ材として金属並みの高熱伝導率を有す

るセラミックスの出現が望まれた．

３．セラミックスの特徴
　アルミナに代表されるセラミックスは機械強度や絶

縁性・信頼性は十分なるも熱伝導率が低く，デバイス

用Siと熱膨張率が大きく異なるといった性質があっ

た．一方，高熱伝導率の素材として酸化ベリリウム（ベ

リリア，BeO）があったが，極めて限定された分野で

の使用であった．汎用的な環境で使用が可能で且つSi

と同等の熱望膨張著率を有する高熱伝導率の基板とし

て絶縁性を兼ねた炭化ケイ素（SiC）が1980年代初頭

に生み出された．

４．製法
　SiCセラミックスの基本製造プロセスを以下に記す．

第一の工程では原料のSiC粉末と有機バインダ，焼結

助剤を混ぜ合わせ，均一なスラリーとした後，スプ

レー・ドライ法によって成型用顆粒状粉末を作る．次

に金型に粉末を均一充填し円盤状にプレス成型した

後，成型体を分離材とともに積層して加圧しながら高

温真空中（2100℃）で加圧しながら焼結（ホットプレス

法，HP法）を行う．焼結した基板は表面を研磨して厚

みを調整後，所定のサイズに切断を行い，厚膜法／薄

膜法により基板表面に金属配線膜等を形成することで

LSI実装用パッケージ基板や配線基板とする．

放熱基板用炭化ケイ素
（1985年～現在）

　高熱伝導率注１セラミックス基板は1970年代後半から開花した集積回路（IC）のVLSI注２

化に相まって ICから発生する熱の除去課題に呼応する形で1980年代初期頃から製品化
が進展した．セラミックスは耐火材や断熱材に使用される通り熱伝導は低く，単位面積当
り電熱器以上に発熱するVLSIは金属Al等に近い熱伝導を有するセラミックス材料の出
現が望まれた．このような背景の中，放熱用高熱伝導率SiCセラミックスがIC用パッケー
ジの実装基板として実用化された．現在はコンピュータの実装方式や，ICのバイポーラか
らCMOS素子への変遷等で使用は減少し，通信や情報処理に使用される半導体レーザ注３の
光デバイス分野等の実装基板として使用されている．

５．製品性能
　セラミックスとしての性能比較をアルミナ基板と対

比して記す．

　

　次に，ICを実装した場合の比較を示す．基板材料を

高熱伝導率SiCにすることで熱抵抗は従来のアルミナ

比55％に低減することが可能となった（同一形状・構

造比較）．

　図１に大型コンピュータ用LSIに実装した外観を従

来のアルミナ基板と比較して示す．従来のアルミナ

の場合，十分に良好な熱抵抗を確保するため写真左側

に示す通り金属の熱伝導率を組合せる特殊な構造を採

用しているが，高熱伝導率SiCの場合は金属並みの熱

伝導率から単純な構造で同一の熱抵抗が確保されてい

る．

６．現在，将来展望
　高熱伝導率SiCを図１の様な形で使用するコン

ピュータの実装形態は使用するLSIの CMOS化やマル

チチップモジュール化等で1980年後半に役目が終わ

り，その後現在に至るまで図２に示す半導体レーザ等

の光素子用ヒートシンクに供給されている．

　今後とも高熱伝導率SiCはパソコン，光通信，光記

憶装置等の基幹部品を支える材料として利用・供給さ

れていく．

注1　熱の伝えやすさ
を示す数値．通常のセ
ラ ミ ッ ク ス は 熱 伝 導
率が低く，アルミナが
17W/m・K 程度である
のに対し，金属の A1

（234W），Cu（395W）
並みのセラミックスの
開発が望まれた．
　半導体レーザは概ね
0.5W/mm2 程度以上の
消費電力のため，高熱
伝導率の実装材料が要
求される．

注２　Very Large Scale 
Integrated Circut の略
語．巨大規模集積回路．

注３　半導体レーザは
CD や DVD の光ピック
アップ，あるいは光通
信の信号送信部の心臓
部品である．
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図１　高熱伝導率SiCセラミックスを適用した大型コンピュータ用LSIパッケージ
従来のアルミナ製パッケージ（写真左）は良好な熱抵抗を確保するため金属と組合せた
特殊な構造を採用している．一方，高熱伝導率SiC（写真右）は構造の単純化が図れ，
良好な熱抵抗が確保出来る．

図２　高熱伝導率SiC製ヒートシンクを用いた光通信用半導体レーザ
半導体レーザは概ね０.５W/ｍｍ２程度以上の消費電力のため，レーザ素子搭載用に高
熱伝導率で且つ素子と同等の熱膨張率を有するセラミックスが要求される．


